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1. はじめに 

電力用半導体デバイスであるパワーモジュールは 1970 年代後半のバイポーラー系半導体チップを内蔵した

バイポーラー系モジュール(トランジスタモジュール、サイリスタモジュール等）の市場投入、及び 1980 年代

前半の MOS 系半導体チップを内蔵した MOS系モジュール（IGBTモジュール等）の本格的市場投入により、現在

では、その用途はエアコン、冷蔵庫、洗濯機に代表される家庭電器製品及び、各種インバーター産業機器、サー

ボ、UPS、電力・電鉄の周辺機器等に代表される産業用機器に幅広く使用されています。 

一方、信頼性面についても、これら半導体デバイスの技術向上と共に急速に向上しています。 

一般的に、高信頼度が要求される機器では、半導体デバイスの故障率は 10～100FIT（1FIT＝1×10-9/時間)程

度が必要ですが、このような信頼度を実現する為には、半導体固有の信頼度の向上は勿論のこと、半導体の特

質と半導体の信頼度に与える各種のストレスの大きさを充分加味した機器設計、使用条件との調和が非常に重

要な問題といえます。 

実際に同じ製法でつくられた半導体デバイスが機器設計上の余裕度、使用方法の違いより、市場における故

障率が 1桁以上異なることも、しばしば見られます。 

ここでは半導体デバイスの信頼性について、一般的に機器設計、使用上で考慮する必要がある問題点、実際

の市場故障に至った故障要因事例、弊社での信頼性試験結果事例及び品質保証活動について紹介いたします。 

 

2. 半導体デバイスの信頼性概説 

2.1. 半導体デバイスの故障率経時変化 

一般に電子機器、電子部品の故障率は、図 1.の曲線（a）のように初期故障期、偶発故障期を経

て磨耗故障に至る、いわゆるバスタブカーブ形の変遷をたどります。 

このような故障率カーブにおいて、機器に使用の半導体デバイス選定は、機器の用途、デバイ

ス故障発生時の影響・波及性、予防保全体制等から、初期故障期の故障率、偶発故障期の故障率

及び有用寿命期間の 3点を考慮して選定する必要があります。 

又半導体デバイスの故障率カーブの特徴として一般に図 1.の曲線(b)のように故障率が時間の

経過と共に除々に減少していく傾向を示す特徴があります。このことは見方を変えますと、偶発

故障期において故障率が低くなり安定していても、故障分布の形からは初期故障形が引き続いて

いるとも言えます。実際の半導体デバイスの故障率の経時変化例は図 2.に示すように製造直後は

高い故障率を示していますが、これをエージングし、デバッキングすることにより、故障率は、

さらに減少していきます。このように高信頼度が要求される半導体デバイスのエージング、デバッ

キングとしては高温エージング、電力エージングなどが有効適切に利用されます。 

先述の如く、半導体デバイスの故障率カーブは漸次減少形の分布を示しますので、機器の信頼

度を上げる為には、初期故障率（特に断線、短絡などの重欠点の故障率）の低いものを使うこと

に考慮を払う必要があります。 

次に、機器メーカー殿で、組立調整及びエージングに入りますが、この期間中の故障率は重欠

点で≦0.1％です。もし、この値を大幅に越えるようなら、回路設計、組立工程、試験工程か又は

デバイスに問題がありますので、原因の究明が必要です。 

放置しておきますと、市場での故障多発につながることもあります。この組立調整及びエージ

ング期間の重欠点故障率と市場故障率は相関のある場合が多く、故障率が高い場合には注意を要

します。さて、機器が市場に出ますと、さらにストレスレベルは低下しますので故障率は一段と

低下し、通常、数 FIT～数 100FITになります。この為には機器使用面からの余裕のある設計が必

要で、一般には電圧は最大定格の 50～60％以下、接合温度は最大定格の 70～80％以下にディレー

ティングして使用頂くのが望ましい条件です。さらに使用する半導体デバイスと使用回路、環境

条件（各種ストレス等）との協調も信頼性向上の為、忘れてはならない重要な要素です。 

なお先述のように、機器の信頼度設計上 デバイスの選択で考慮しておかなければならない課

題として、性能及び信頼性と経済性とのトレードオフがあります。 
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高性能、高信頼度化と経済性の両方を達成することは容易ではない為、この両者のバランスを

とって、機器の目標とする性能、信頼度と調和のとれた、半導体デバイスの選択することがユ－

ザ－側の重要な課題といえます。 
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2.2. パワ－モジュ－ルの故障要因について 

機器組立調整段階・市場から故障として返却されたデバイスについて故障解析を行いますと良

品である場合や、使用・環境条件に問題のある場合、又はデバイスに欠陥のある場合があります。

IGBTモジュールの例では、これら故障要因には、次のようなものがあります。 

 

 

    ・良品        デバイスの特性と機器側回路、使用条件のｱﾝﾏｯﾁﾝｸﾞ 

    ・使用、環境条件   過電圧 

                    VCE過電圧（ コレクタ～エミッタ間） 

                        ターンオフサージ電圧 

                        母線電圧上昇 

                        制御信号異常 

                        外来ノイズ（雷サージ） 

                        測定不備 

                    VGE過電圧（ゲート～エミッタ間） 

                        静電気 

                        ゲート駆動回路異常 

                        ゲート発振 

                        高電圧印加 

                        外来サージ 

               過温度（過電流、過負荷） 

                    放熱設計不備 

                    短絡（デッドタイム不足、制御信号誤動作.等）  

                    過電流 

                    ゲート電圧不足 

                    ゲート線ｵ-ﾌﾟﾝ 

                    スイッチング周波数の異常増加 

                    スイッチング速度低下 

                    放熱不足 

                    接合部熱疲労 

               絶縁不良（セラミック割れ、内部はんだ再溶融） 

                    冷却フィンへの取り付け異常（異常応力） 

                    電圧超過 

 

    ・半導体デバイス欠陥  IGBTチップ製造欠陥 

                      パターン欠陥（異物等による） 

                    表面処理欠陥（不純物イオン） 

                モジュール製造欠陥 

                    ワイヤボンド接合不備 

                    絶縁基板～ベース間の接合不備（はんだボイド等） 

                    内部電極はんだ付部不備 

                       

 

 

上記要因の内で有用寿命期間を決定する要因の一つとしてモジュール内部のワイヤとチップ間

のワイヤボンド接合部及び絶縁基板～ベース板接合部（はんだ接合）の熱疲労故障があります。

この熱疲労現象及び、その故障事例について次項に説明紹介いたします。 
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2.3. 電力用半導体モジュールの熱疲労現象について 

2.3.1. モジュール動作時の熱ストレスモデル 

パワーモジュールを動作させた場合の熱ストレスモデルは図-3.の如く 2 つの動作パターンに

区分しその有用寿命を考慮してモジュールの選定、機器設計を行う必要があります。 

 

 

■ 動作モード 1 

・ケース温度（ベース板温度）の変化は少ないが接合温度変化が頻繁に生じる動作パ

ターンでの寿命（パワーサイクル寿命･･･P/C 寿命と称す） 

■ 動作モード 2 

・システムの起動、停止で生じる比較的穏やかな温度変化が生じる動作パターンでの

寿命（サーマルサイクル寿命と称す） 

 

         Tj 

 

     温度 

 

                        TC 

 

 

 

 

             システム稼動 ON時間              時間 

            （分オーダーの長い時間） 

 

 

 

 

                 Tj 

                  TC    ΔTj-C  ΔTj 

     温度 

                       ΔTC 

 

          ON     OFF 

        

            短時間繰り返し 

 

 

           図 3. 動作パターンとモジュール温度変化 

 

 

     Tj：接合温度 

     TC：ケース温度 
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2.3.2. パワーサイクル、サーマルサイクルでの故障メカニズム 

2.3.2.1. パワーサイクル寿命の故障メカニズム 

図 4 の一般的なパワーモジュールの構造においてモジュール動作で接合温度変化が生じますと

アルミワイヤーとシリコンチップの線膨張係数の差によって生ずる応力で、この接合面に亀裂が

生じ、この亀裂が進展し最終的には剥離モードとなります。 

インバーター動作等でモジュールのケース温度は比較的穏やかな場合での、接合温度変化が頻

繁に起こる条件においては、このパワーサイクル破壊を機器設計段階から考慮しておく必要があ

ります。図 5 にパワーサイクルによる接合部剥離事例(写真)を、また 図 6 に弊社で実施したモ

ジュール製品のパワーサイクル寿命試験結果（パワーサイクル寿命カーブ）の事例を示します。 

 

 

 

        チップ            ワイヤ 

 

    はんだ層 

 

              絶縁基板（両面銅箔付） 

    はんだ層 

 

                ベース板 

 

 

          図 4. モジュ－ル構造断面図（模式図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

aluminum wire 

silicon chip 

crack 

図 5. パワーサイクル試験による接合部疲労状態 

copper base plate 
 

aluminum wire 

silicon chip 
insulating substrate 
substrate  
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2.3.2.2. サーマルサイクルでの故障メカニズム 

システムの起動、停止によりパワーモジュールのケース温度（Tc）に比較的穏やかで大きな温

度変化が生じる動作パターンでは図 4 のモジュール構造図で絶縁基板とベース板の線膨張係数の

差により、この間に存在するはんだ層に応力歪が生じます。この応力が繰り返されるとはんだに

亀裂が生じ、この亀裂がパワーチップ下部まで進行すると熱抵抗の増加をまねき熱暴走破壊に至

るか、熱抵抗増加によりΔTjが増加しパワーサイクル耐量を低下させ最終的にはパワーサイクル

寿命と同等なワイヤー剥離モードに至ることになります。図 7 にサーマルサイクルによる絶縁基

板とベース板間にはんだ層亀裂写真事例を示します。図 8 に弊社で実施したモジュール製品の

サーマルサイクル寿命試験結果の事例を示します。 
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図 6.三菱 IGBT モジュール NF シリーズパワーサイクル寿命カーブ 
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図 8.三菱 IGBT モジュール NFシリーズ サーマルサイクル寿命カーブ 

 

 

図 7. サーマルサイクル試験によるハンダ疲労状態 
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3. 品質保証活動について 

製品の品質、価格、納期及びサービスは、いずれも重要な要素として、それぞれ最善をつくさな

ければなりませんが、品質はその製品が存在する限りたえずその使用者とともにあり、使用者に奉

仕を続ける、切り離すことのできない大切なものです。 

半導体工業では、製品に要求される品質水準が非常に高く、一方、その製造は「ウエハ工程」に

見られるきわめて精密なプロセス制御能力や、「アセンブリ工程」に見られる微細な作業など非常に

高度な技術を要する大量生産方式ですので、それだけに、高い品質管理を必要とします。 

以下に、その品質保証活動の概要を説明いたします。 
 

3.1. 量産を行うための手順 

開発試作から量産試作を経て、量産に至るまでの各段階にて、性能、信頼性確認のために一連

の形式試験を実施し、あわせて図面標準類の検討も行います。図 9 に開発から量産まで品質保証

系統図を示します。また、形式試験のうち、信頼性確認のための信頼性試験については次節で述

べます。 
 

3.2. 環境管理 

半導体工業では、環境が製品の品質に影響を与えることがとくに大きく、防塵、防湿、恒温を 

保つため、管理基準が定められ、厳密な管理が実施されています。工場で使用するガス類及び水

についても同様の処置がとられています。 
 

3.3. 製造装置、計測機器などの定期点検及び保守管理 

半導体工業は装置工業ともいわれ、製造装置、計測機器などの管理は、デバイスの製造上、重 

要な要素です。装置の精度低下、故障などを未然に防ぐため、定期的な点検、保全が実施されて 

います。 
 

3.4. 購入資材の管理 

受入検査基準に基づき、分光分析器などを使用し、厳密な分析、検査を行います。発注に際し

ては、品質上の留意点を確認するとともに、十分なサンプル検討を行い、問題点を解決してから

正式納品が開始されます。また、納入者の製造工程の品質管理にも十分配慮をしています。 
 

3.5. 製造工程の管理 

品質に重要な影響を与える要因となる純水の純度、雰囲気、炉関係の温度、ガス流量などの条

件値については、それぞれ計測器を取り付け、作業者のチェックシートによる点検、又は自動記

録を行います。さらに拡散など特性にとくに大きく影響を与える作業については、拡散深さ、表

面濃度などを記録し、作業条件の管理データとして活用しています。また、アセンブリ工程にお

いては、ワイヤボンド作業の圧着加重、強度管理などと品質に影響を与える工程については、デー

タ収得と、管理を行い、品質の安定に努めています。 
 

3.6. 中間検査及び最終検査 

中間検査及び最終検査は、製品の品質特性、すなわち、外観、寸法、構造、機械的及び電気的

特性などの良否の判定を行うとともに、それにより得られた品質情報を前工程にフィードバック

し、品質の維持向上、ばらつきの減少を計ることを目的としています。 

中間検査としては、ウエハテスト及びアセンブリ工程の抜取検査があり、いずれも「品質は製

造工程で作り込む」という基本的な考え方に基づく作業部門の自主チェックと品質管理部門の検

査の２本立てで実施しています。自主チェックは自主的確認による品質の是正はもとより、完成

品では発見しにくい事項の確認に重点をおいています。製品完成後は、完成品検査として最終検

査を行います。最終検査としては電気的特性、外観検査を全数について行います。品質保証部門

は、最終的にユーザが使用する観点に立って総合的な性能、品質を確認し保証するために、製品

を倉入れする前に、外観、電気的特性及び信頼性について抜き取りによる品質保証検査を実施し、

ロットごとに倉入れの可否を厳重にチェックしています。  
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3.7. 品質情報 

検査結果記録及び客先情報などの各種品質情報は、主として品質保証部門で作成され、品質の

維持改善のため 製造部門をはじめ関係部門へ迅速にフィードバックされます。  

試作、特性評価 

材料・部品認定 

形式試験 規格、仕様書制定 

初期流動管理 

プリプロダクション移行又は量産移行 

製造指示 
製造計画 

ウェハ工程 

アセンブリ 

 最終検査 

材料・部品受入 

輸送、 

製品管理 

顧 

客 

製品、材料・部品の流れ       情報の流れ 

段階    市場      営業部門     設計技術部門     製造部門    品質保証部門 

品質保証検査 

開発、設計、設計審査 

市場調査・開発計画 

設計検証（特性評価、構造評価） 

総務部門 

工 

程 

内 

品 

質 

管 

理 

受注生産 
顧 

客 

不具合処置（原因追求、是正・予防処置、品質 
情報）品質情報・歩留向上・故障解析・データ 
収集 

包装 

受注、出荷指示 変更管理指示 

梱包、発送 
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4. 信頼性試験 

4.1. 信頼性試験方法 

三菱半導体デバイスは高信頼度を保証できる設計、製造工程における厳密な品質管理、製造ロッ

トごとの品質保証検査を行っていますので、十分満足して使用できる信頼度水準に達しています。 

この信頼度水準を確認するために、種々の信頼性試験を実施しております。 

以下、試験内容を表１に、パワーモジュール代表品種の試験結果例および故障判定基準を表 2

～表 9に示します。 

なお、三菱半導体デバイスの信頼性試験は、電子情報技術産業協会規格(JEITA 規格)に基いて

実施しております（関連規格：国際電気標準会議規格(IEC規格)）。 

 

表 1.三菱バワーモジュール信頼性試験 

試験項目 試験方法(JEITA) 試験条件 関連規格 

環 

境 

試 

験 

 

熱衝撃 ED 4701 307B [条件 A] 100℃：5 分、0℃：5分、10サイクル IEC60068-2-14 

温度サイクル 〃 105A -40℃(60 分)～125℃(60分)、10 サイクル IEC60068-2-14 

振動 - - 10～500Hz／15分、10G、6時間 IEC60068-2-6 

端子強度 

(引張り) 

ED 4701 401 

又は 401A 

9.8～40N、10±1秒 

2.2±0.1N、30秒 

IEC60068-2-21 

はんだ耐熱 〃 302A [条件 A] 260℃、10＋2/-0秒、 

又は[条件 A-1 ]270℃、7＋2/-0秒、 

又は[条件 B] 350℃、3.5±0.5 秒 

ロジン系フラックス使用 

IEC60068-20 

はんだ付け性 〃 303A [条件 A] 235±5℃、5±0.5 秒、 

又は[条件 C] 245±5℃、5±0.5 秒 

ロジン系フラックス使用 

IEC60068-20 

締付強度 

(締付トルク) 

〃 402 

 

M8：8.83～10.8N･m、10±1秒 

M6：2.94～4.5N･m、10±1秒 

M5：1.96～3.5N･m、10±1秒 

M4：1.47～1.7N･m、10±1秒 

M3：0.98N･m、10±1秒 

－ 

耐 

久 

性 

試 

験 

高温保存 〃 201A Ta=125℃、1000 時間 IEC60068-2-2 

低温保存 〃 202A Ta=-40℃、1000 時間 IEC60068-2-1 

耐湿性 〃 103A [条件 B] Ta=60℃、RH=90%、1000時間 

又は[条件 C] Ta=85℃、RH=85%、1000時間 

IEC60068-3-4 

高温逆バイアス 

 

〃 101A Ta=125℃、VCE=最大定格電圧×0.85 V、 

VGE=0V、1000 時間 

－ 

高温ゲート 

バイアス 

〃 101A Ta=125℃、VCE=20V、VGE=0V、1000時間 － 

断続通電 

 

〃 106A,601

～603 

△Tc=50℃、5000サイクル 

(△Tj=100℃) 

－ 

 

  

https://www.jeita.or.jp/japanese/
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表 2.IGBTモジュール：CM300DY-24NF信頼性試験結果 

試験項目 試験方法(JEITA) 試験条件 試料数 故障数 

環 

境 

試 

験 

 

熱衝撃 ED 4701 307B [条件 A] 100℃：5 分、0℃：5分、10サイクル 5 0 

温度サイクル 〃 105A -40℃(60 分)～125℃(60分)、10 サイクル 5 0 

振動 - - 10～500Hz／15分、10G、6時間 5 0 

端子強度 

(引張り) 

ED 4701 401 40N、10±1秒 5 0 

はんだ耐熱 〃 302A [条件 A] 260±5℃、10±1秒、 

ロジン系フラックス使用 

5 0 

はんだ付け性 〃 303A [条件 A] 235±5℃、5±0.5 秒、 

ロジン系フラックス使用 

5 0 

締付強度 

(締付トルク) 

〃 402 

 

取付ネジ(M6)：4.5N･m、10±1秒 

主端子ネジ(M6)：4.5N･m、10±1 秒 

5 0 

耐 

久 

性 

試 

験 

高温保存 〃 201A Ta=125℃、1000 時間 5 0 

低温保存 〃 202A Ta=-40℃、1000 時間 5 0 

耐湿性 〃 103A [条件 B] Ta=60℃、RH=90%、1000時間 5 0 

高温逆バイアス 〃 101A Ta=125℃、VCE=1020V、VGE=0V、1000 時間 5 0 

高温ゲート 

バイアス 

〃 101A Ta=125℃、VCE=20V、VGE=0V、1000時間 5 0 

断続通電 〃 106A,602

～603 

Tc=50～100℃、5000サイクル 5 0 

 

表 3.CM300DY-24NF故障判定基準 

測定項目 測定条件 
故障判定基準 

備考 
下限 上限 

ICES VCE=1200V、VGE=0V － U.S.L.×2.0  

IGES VGE=±20V、VCE=0V － U.S.L.×2.0  

VGE(th) IC=30mA、VCE=10V L.S.L.×0.8 U.S.L.×1.2  

VCE(sat) IC=300A、VGE=15V － U.S.L.×1.2  

VEC IE=300A、VGE=0V － U.S.L.×1.2  

絶縁耐力 AC2500V、1分間 絶縁破壊  

注．U.S.L.：規格上限値、L.S.L.：規格下限値 
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表 4.ＩＰＭ：PM150RLA060 信頼性試験結果 

試験項目 試験方法(JEITA) 試験条件 試料数 故障数 

環 

境 

試 

験 

 

熱衝撃 ED 4701 307B [条件 A] 100℃：5分、0℃：5分、10サイクル 5 0 

温度サイクル 〃 105A -40℃(60 分)～125℃(60分)、10 サイクル 5 0 

振動 - - 10～500Hz／15分、10G、6時間 5 0 

端子強度 

(引張り) 

ED 4701 401 9.8N、10±1 秒 5 0 

はんだ耐熱 〃 302A [条件 A] 260±5℃、10±1秒、 

ロジン系フラックス使用 

5 0 

はんだ付け性 〃 303A [条件 A] 235±5℃、5±0.5 秒、 

ロジン系フラックス使用 

5 0 

締付強度 

(締付トルク) 

〃 402 

 

取付ネジ(M5)：3.5N･m、10±1秒 

主端子ネジ(M5)：3.5N･m、10±1 秒 

5 0 

耐 

久 

性 

試 

験 

高温保存 〃 201A Ta=125℃、1000 時間 5 0 

低温保存 〃 202A Ta=-40℃、1000 時間 5 0 

耐湿性 〃 103A [条件 B] Ta=60℃、RH=90%、1000時間 5 0 

高温逆バイアス 〃 101A Ta=125℃、VCE=510V、VGE=0V、1000時間 5 0 

断続通電 〃 106A,602

～603 

Tc=50～100℃、5000サイクル 5 0 

 

 

表 5.PM150RLA060故障判定基準 

測定項目 測定条件 
故障判定基準 

備考 
下限 上限 

ICES VCE=600V － U.S.L.×2.0  

VCE(sat) IC=150A,VD=15V,Ｖcin=0V － U.S.L.×1.2  

VEC IE=150A － U.S.L.×1.2  

SC VD=15V、Vcin=0V L.S.L.×0.9 U.S.L.×1.2  

UV トリップ L.S.L.×0.9 U.S.L.×1.1  

絶縁耐力 AC2500V、1分間 絶縁破壊  

注．U.S.L.：規格上限値、L.S.L.：規格下限値 
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表 6.ＤＩＰＩＰＭ：ＳＬＩＭＤＩＰ－Ｌ信頼性試験結果 

試験項目 試験方法(JEITA) 試験条件 試料数 故障数 

環 

境 

試 

験 

 

熱衝撃 ED 4701 307B [条件 A] 100℃：5分、0℃：5分、10サイクル 5 0 

温度サイクル 〃 105 -40℃(30 分)～125℃(30分)、100サイクル 5 0 

振動 - - 10～500Hz／15分、10G、6時間 5 0 

端子強度 

(引張り) 

ED 4701 401 荷重；10N(ﾊﾟﾜｰ側) 

5N(制御側) 

保持時間；10±1秒 

5 0 

はんだ耐熱 〃 302 [条件 A] 260±5℃、10±1秒、 

ロジン系フラックス使用 

5 0 

はんだ付け性 - - 250±5℃、10±0.5 秒、 

ロジン系フラックス使用 

5 0 

締付強度 

(締付トルク) 

ED 4701 402 

 

M3･･･0.78N･m、10±1秒 

 

5 0 

耐 

久 

性 

試 

験 

高温保存 〃 201A Ta=125℃、1000 時間 5 0 

耐湿性 〃 103A [条件 B] Ta=60℃、RH=90%、1000時間 5 0 

高温逆バイアス 〃 101 Ta=125℃、VCE=510V、1000時間 5 0 

断続通電 〃 106A,601 ΔTj=100℃、5000サイクル 5 0 

 

 

表 7. ＳＬＩＭＤＩＰ－Ｌ故障判定基準 

測定項目 測定条件 
故障判定基準 

備考 
下限 上限 

ICES VCE=600V － U.S.L.×2.0  

VEC -IC=15A － U.S.L.×1.2  

VCE(sat) IC=15A、VD=VDB=15V、VIN=5V － U.S.L.×1.2  

VF IF=10mA － U.S.L.×1.2  

ID VD=15V、VIN=0V － U.S.L.×2.0  

IDB VD=VDB=15V、VIN=0V － U.S.L.×2.0  

絶縁耐力 全端子を短絡し、これと外部 

放熱フィン間に AC2000V、1 分 

間印加 

絶縁破壊  

注．U.S.L.：規格上限値、L.S.L.：規格下限値 
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表 8.HVIGBT：CM1200HC-34H信頼性試験結果 

試験項目 試験方法(JEITA) 試験条件 試料数 故障数 

環 

境 

試 

験 

 

熱衝撃 ED 4701 307B 100°C：10分、0°C：10 分、5 サイクル 5 0 

温度サイクル 〃 105A -40°C (60分)～125°C (60分)、 

500サイクル 

5 0 

振動 - - 10～500Hz/15分, 10G, 各 2 時間 X,Y,Z 5 0 

      

      

      

      

耐 

久 

性 

試 

験 

高温保存 ED 4701 201A Ta=125°C、1000時間 5 0 

低温保存 〃 202A Ta=-40°C、1000時間 5 0 

耐湿性 〃 103A Ta=60°C、RH=90%、1000時間 5 0 

高温逆バイアス 〃 101A Tj=125°C、VCE=最大定格電圧×0.85、 

1000時間 

5 0 

断続通電 〃 106A,602

～603 

ΔTc=70°C、30000 サイクル 5 0 

 

表 9.CM1200HC-34H故障判定基準 

測定項目 測定条件 
故障判定基準 

備考 
下限 上限 

ICES VCE=1700V(定格電圧), 

Tj=25°C/125°C 
－ U.S.L.×2.0  

IGES VGE=±20V － U.S.L.×2.0 Tj=25°C 

VEC -IC=1200A(定格電流) － U.S.L.×1.2  

VCE(sat) IC=1200A(定格電流), VG=15V － U.S.L.×1.2  

VGE(th) VCE=10V 

IC=120mA(定格電流×10-4) 

I.V.D.×0.5 

L.S.L.×0.8 

I.V.D.×1.5 

U.S.L.×1.2 

 

絶縁耐力 全端子を短絡し、これと外部 

放熱フィン間に

AC4000V(rms)、1分間印加 

絶縁破壊なきこと 34 クラスは 4000V, 

50 クラス以上は 6000V 

注．U.S.L.：規格上限値、L.S.L.：規格下限値 
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 © MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 
DIPIPM,SLIMDIPは三菱電機株式会社の商標です。 

安全設計に関するお願い 

・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、誤動作する場合

があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを

生じさせないよう、安全性を考慮した裕度設計、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十

分ご留意ください。また、ご使用にあたっては、データブックなどに記載の使用上の注意事項をご参照くださ

い。 

・なお、お客様の安全設計の不備に起因する損害 および最大定格やその他特性を逸脱したご使用に起因する損

害に関しては、弊社はその責任を負いません。 

本資料ご利用に際しての留意事項 

・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に

記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありま

せん。 

 

・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第

三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。 

 

・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のもので

あり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製

品のご購入に当たりましては、事前に三菱電機または代理店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電

機半導体情報ホームページ（www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/）などを通じて公開される情報

に常にご注意ください。 

 

・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害

がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。 

 

・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技

術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任

において適用可否を判断してください。三菱電機は､適用可否に対する責任は負いません。 

 

・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられる

ことを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航

空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三

菱電機または代理店へご照会ください。 

 

・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。 

・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または代理店まで

ご照会ください。 
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